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[57]申請專利範圍
1.　一種用於靜電放電(ESD)防護之半導體元件，其包括：一矽控整流器(SCR)，其包括：一
半導體基體；一形成於該基體中的第一井；一形成於該基體中的第二井；一形成於該第

一井中以用作一陽極之第一 p型區域；以及一部份形成於該第二井中以用作一陰極之第
一 n型區域；一形成於該第一井中的 p型金屬氧化物半導體(PMOS)電晶體，其包括一閘
極、一第一擴散區域及一與該第一擴散區域分開的第二擴散區域；一形成於該第一井中

並電連接至該 PMOS電晶體之該第一擴散區域的第二 n型區域；以及一形成於該基體中
並物理性連接至該 PMOS電晶體之該第二擴散區域的第二 p型區域。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之元件，其中在一靜電放電事件發生之前，將該 PMOS電晶
體之該閘極保持於一參考電壓位凖。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之元件，其中該 PMOS 電晶體之該閘極係電連接至一靜電放
電偵測電路。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之元件，其中該靜電放電偵測電路包括一電阻器及一電容
器。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之元件，其中該第二 n型區域包括複數個形成於該第一井中
的子區域。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之元件，其中該複數個子區域係藉由該 PMOS電晶體之該第
一擴散區域而彼此分開。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之元件，其中形成於該第一井中的該 PMOS電晶體之該第二
擴散區域以及形成於該基體中的該第二 p型區域係形成於一整體 p型區域中。
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8.　如申請專利範圍第 5項所述之元件，其中該複數個子區域係藉由該 PMOS電晶體之該第
二擴散區域而彼此分開。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之元件，其中形成於該第一井中的該 PMOS電晶體之該第二
擴散區域以及形成於該基體中的該第二 p型區域係形成於一整體 p型區域中。

10.   一種用於靜電放電(ESD)防護之半導體元件，其包括：一半導體基體；一形成於該基體中
的 n型井； 一形成於該 n型井中的 p型金屬氧化物半導體(PMOS)電晶體，其包括一閘
極、一第一擴散區域及一與該第一擴散區域分開的第二擴散區域；一形成於該 n型井中
並電連接至該 PMOS電晶體之該第一擴散區域的 n型區域；以及一形成於該基體中並物
理性連接至該 PMOS電晶體之該第二擴散區域的 p型區域，其中在一靜電放電事件發生
之前，該 PMOS電晶體之該閘極係保持於一參考電壓位凖以將該 PMOS電晶體保持於一
開啟狀態。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之元件，其中該 PMOS電晶體之該閘極係電連接至一靜電
放電偵測電路。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之元件，其中該靜電放電偵測電路包括一電阻器及一電容
器。

13.   如申請專利範圍第 10項所述之元件，其中該 n型區域包括複數個形成於該 n型井中的子
區域。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之元件，其中該複數個子區域係藉由該 PMOS電晶體之該
第一擴散區域而彼此分開。

15.   如申請專利範圍第 10項所述之元件，其中形成於該 n型井中的該 PMOS電晶體之該第
二擴散區域以及形成 於該基體中的該 p型區域係形成於一整體 p型區域中。

16.   如申請專利範圍第 14項所述之元件，其中該複數個子區域係藉由該 PMOS電晶體之該
第二擴散區域而彼此分開。

17.   如申請專利範圍第 16項所述之元件，其中形成於該 n型井中的該 PMOS電晶體之該第
二擴散區域以及形成於該基體中的該 p型區域係形成於一整體 p型區域中。

18.   一種提供靜電放電(ESD)防護之方法，其包括：提供一矽控整流器(SCR)，其包括一半導
體基體以及一形成於該基體中的井；提供一形成於該矽控整流器之該井中的 p型金屬氧
化物半導體(PMOS)電晶體，其包括一閘極、一第一擴散區域及一與該第一擴散區域隔開
的第二擴散區域；提供一形成於該井中並電連接至該 PMOS電晶體之該第一擴散區域的
n型區域；提供一形成於該基體中並物理性連接至該 PMOS電晶體之該第二擴散區域的
p型區域；以及在一靜電放電事件發生之前，將該 PMOS電晶體保持於一開啟狀態。

19.   如申請專利範圍第 18項所述之方法，其進一步包括響應一靜電放電事件而觸發該井中的
一第一電流。

20.   如申請專利範圍第 29項所述之方法，其進一步包括響應該第一電流而觸發該基體中的一
第二電流。

21.   如申請專利範圍第 18項所述之方法，其進一步包括在一靜電放電事件發生之前將該 PMOS
電晶體之該閘極保持於一參考電壓位凖。

22.   一種提供靜電放電(ESD)防護之方法，其包括：提供一矽控整流器(SCR)，其包括一半導
體基體、一形成於該基體中的井、一形成於該井中的陽極、及一陰極；提供一形成於該

矽控整流器之該井中的 p型金屬氧化物半導體(PMOS)電晶體，其包括一閘極、一第一擴
散區域及一與該第一擴散區域隔開的第二擴散區域；提供一形成於該井中並電連接至該

PMOS電晶體之該第一擴散區域的 n型區域；提供一形成於該基體中並物理性連接至該
PMOS電晶體之該第二擴散區域的 p型區域；在一靜電放電事件發生之前，將該 PMOS
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電晶體保持於一開啟狀態；響應一靜電放電事件而觸發該井中的一第一電流，其流過該

n型區域；響應該第一電流而觸發該基體中的一第二電流，其流過該 p型區域；以及 將
由該靜電放電事件所引起的一靜電放電電流從該陽極釋放至該陰極。

23.   如申請專利範圍第 22項所述之方法，其進一步包括在一靜電放電事件發生之前將該 PMOS
電晶體之該閘極保持於一參考電壓位凖。

24.   如申請專利範圍第 22項所述之方法，其進一步包括偏壓該 PMOS電晶體之該閘極，以
關閉該 PMOS電晶體。

25.   如申請專利範圍第 24項所述之方法，其進一步包括響應一靜電放電事件而藉由一具有一
RC延遲常數的偵測電路來開啟該 PMOS電晶體。

26.   一種提供靜電放電(ESD)防護之方法，其包括：提供一靜電放電鉗位元件，其包括：一矽
控整流器(SCR)，其進一步包括一半導體基體以及一形成於該基體中的井；提供一形成於
該矽控整流器之該井中的 p型金屬氧化物半導體(PMOS)電晶體，其包括一閘極、一第一
擴散區域及一與該第一擴散區域隔開的第二擴散區域；一 n型區域，其係形成於該井中
並電連接至該 PMOS電晶體之該第一擴散區域；以及一 p型區域，其係形成於該基體中
並物理性連接至該 PMOS電晶體之該第二擴散區域； 在一靜電放電事件發生之前，將該
PMOS電晶體保持於一開啟狀態；響應一靜電放電事件而觸發該井中的一第一電流；以
及響應該第一電流而觸發該基體中的一第二電流。

27.   如申請專利範圍第 26項所述之方法，其進一步包括將該靜電放電鉗位元件置放於一第一
電壓位凖之一第一電源線與一積體電路之一觸點區之間。

28.   如申請專利範圍第 27項所述之方法，其進一步包括將該靜電放電鉗位元件置放於一第二
電壓位凖之一第二電源線與一積體電路之一觸點區之間，該第二電壓位凖不同於該第一

電壓位凖。

29.   如申請專利範圍第 26項所述之方法，其進一步包括將該靜電放電鉗位元件置放於一第一
電壓位凖之一第一電源線與一第二電壓位凖之一第二電源線之間，該第二電壓位凖不同

於該第一電壓位凖。

30.   如申請專利範圍第 26項所述之方法，其進一步包括將該靜電放電鉗位元件置放於在一第
一電壓位凖下操作的一第一積體電路與在一第二電壓位凖下操作的一第二積體電路之間

的一介面處，該第二電壓位凖不同於該第一電壓位凖。

31.   如申請專利範圍第 28項之方法，其進一步包括在一靜電放電事件發生之前將該 PMOS
電晶體之該閘極保持於一參考電壓位凖。

32.   一種提供靜電放電(ESD)防護之方法，其包括：提供一矽控整流器(SCR)，其包括一半導
體基體、一形成於該基體中的井、一形成於該井中的陽極、及一陰極；提供一形成於該

矽控整流器之該井中的 p型金屬氧化物半導體(PMOS)電晶體，其包括一閘極、一第一擴
散區域及一與該第一擴散區域隔開的第二擴散區域；提供一形成於該井中並電連接至該

PMOS電晶體之該第一擴散區域的 n型區域；提供一形成於該基體中並電連接至該 PMOS
電晶體之該第二擴散區域的 p型區域；在一靜電放電事件發生之前，將該 PMOS電晶體
保持於一開啟狀態；響應一靜電放電事件而觸發該井中的一第一電流，其流過該 n型區
域；響應該第一電流而觸發該基體中的一第二電流，其流過該 p型區域；以及將由該靜
電放電事件所引起的一靜電放電電流從該陽極釋放至該陰極。

33.   如申請專利範圍第 32項之方法，其進一步包括在一靜電放電事件發生之前將該 PMOS
電晶體之該閘極保持於一參考電壓位凖。

34.   如申請專利範圍第 32項之方法，其進一步包括偏壓該 PMOS電晶體之該閘極，以關閉
該 PMOS電晶體。
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35.   如申請專利範圍第 34項之方法，其進一步包括響應一靜電放電事件而藉由一具有一 RC
延遲常數的偵測電路來開啟該 PMOS電晶體。

36.   一種提供靜電放電(ESD)防護之方法，其包括：提供一靜電放電鉗位元件，其包括：一矽
控整流器(SCR)，其進一步包括一半導體基體以及一形成於該基體中的井；提供一形成於
該矽控整流器之該井中的 p型金屬氧化物半導體(PMOS)電晶體，其包括一閘極、一第一
擴散區域及一與該第一擴散區域隔開的第二擴散區域；一 n型區域，其係形成於該井中
並電連接至該 PMOS電晶體之該第一擴散區域；以及一 p型區域，其係形成於該基體中
並電連接至該 PMOS電晶體之該第二擴散區域；在一靜電放電事件發生之前，將該 PMOS
電晶體保持於一開啟狀態：響應一靜電放電事件而觸發該井中的一第一電流；以及響應

該第一電流而觸發該基體中的一第二電流。

37.   如申請專利範圍第 36項之方法，其進一步包括將該靜電放電鉗位元件置放於一第一電壓
位凖之一第一電源線與一積體電路之一觸點區之間。

38.   如申請專利範圍第 37項之方法，其進一步包括將該靜電放電鉗位元件置放於一第二電壓
位凖之一第二電源線與一積體電路之一觸點區之間，該第二電壓位凖不同於該第一電壓

位凖。

39.   如申請專利範圍第 36項之方法，其進一步包括將該靜電放電鉗位元件置放於一第一電壓
位凖之一第一電源線與一第二電壓位凖之一第二電源線之間，該第二電壓位凖不同於該

第一電壓位凖。

40.   如申請專利範圍第 36項之方法，其進一步包括將該靜電放電鉗位元件置放於在一第一電
壓位凖下操作的一第一積體電路與在一第二電壓位凖下操作的一第二積體電路之間的一

介面處，該第二電壓位凖不同於該第一電壓位凖。

圖式簡單說明

當並同各後載圖式而閱覽時，即可更佳瞭解本發明之前揭摘要以及上文詳細說明。為達

本發明之說明目的，各圖式裏圖繪有現屬較佳之各具體實施例。然應瞭解本發明並不限於所

繪之精確排置方式及設備裝置。

在各圖式中：圖 1A與 1B為說明一初始關閉式靜電放電(「ESD」)防護元件之操作的示意
圖；圖 2A、2B及 2C為說明一初始開啟式靜電放電防護元件之操作的示意圖；圖 3A為根據
本發明之一具體實施例之矽控整流(「SCR」)元件之斷面圖；圖 3B為說明圖 3A所示之矽控
整流元件之操作的示意圖；圖 4為根據本發明之一具體實施例之矽控整流元件之佈局圖；圖
5為根據本發明之另一具體實施例之矽控整流元件之佈局圖；圖 6為根據本發明之另一具體
實施例之矽控整流元件之佈局圖；圖 7為根據本發明之另一具體實施例之矽控整流元件之佈
局圖；圖 8為根據本發明之另一具體實施例之矽控整流元件之佈局圖；圖 9為根據本發明之
一具體實施例之靜電放電防護架構之示意圖；圖 10A為根據本發明之一具體實施例用於一混
合電壓系統之靜電放電防護架構之示意圖；圖 10B、10C與 10D為圖 10A所示的靜電放電鉗
位單元的示意圖；圖 11A與 11B為根據本發明之一具體實施例之靜電放電鉗位元件之電流－
電壓(I－V)曲線；圖 12A與 12B為說明根據本發明之一具體實施例之習知 LVTSCR及靜電放
電鉗位元件之測量結果的曲線；以及圖 13為說明初始關閉式矽控整流元件與根據本發明之一
具體實施例之一初始開啟式矽控整流元件之間比較的 I－V曲線。
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